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【序論】6 族遷移金属ダイカルコゲナイドの１つである二硫化タングステン(WS2)は，バンドギャップ

を持つ半導体層状物質である．原子層堆積法(ALD)による WS2 の薄膜成長においては，薄膜を成長さ

せる基板表面に微小な金属膜を堆積させることで，膜成長が促進されることが報告されている[1]．本研

究では基板表面に堆積させる金属膜の種類を変え，それぞれの条件で得た WS2薄膜を比較することで，

成長基板上の金属膜が WS2薄膜成長に与える影響の検証を試みた． 

【実験】WS2の ALD 成長では，W 前駆体として(t-BuN)2W(NMe2)2，S 前駆体として(t-C4H9)2S2を用い

た．ALD 装置は既報告と同一である[1]．W，S 各前駆体容器は 80 °C と 60 °C に，配管系は 80～140 °C

に加熱した．予め Ar スパッタリングにより微小な金属膜(Al，Ti，Cr，Ni，Cu，Ag，Pt，Au)を堆積さ

せた 285 nm 酸化膜付 p++Si 基板を ALD 成長炉に入れ，300 °C まで加熱した後 ALD サイクルを開始し

た．ALD サイクル終了後は装置全体を常温まで自然放冷し，基板を取り出した．金属膜を堆積してい

ない基板に対しても，同様にして ALD 成長を行った．得られた薄膜は，光学顕微鏡，顕微ラマン分光，

原子間力顕微鏡，及び X 線光電子分光(XPS)により評価した． 

【結果・考察】Fig.1 は，ALD 成膜後測定した W 4f 内殻励起スペクトルと，S 2p 内殻励起スペクトル

を示しており，(a)が Au 膜上，(b)が Cu 膜上での測定結果である．Au 膜上の W 4f の測定結果では，

31.8 eV と 34.0 eV に既報告[2]の WS2と一致するピークが見られるほか，硫化しきっていない W 前駆体

由来のピークや酸化物由来のピークなどが確認された．また Au 膜上の S 2p の測定結果でも，161.5 eV

と 162.7 eV の WS2に対応するピークの他に，S 前駆体に由来するとみられるピークが確認され，膜内

に不純物を多く含んでいることが分かる．一方 Cu 膜上での W 4f の測定結果からは，33.8 eV と 36.0 eV

に WS2と一致するピークのみが確認できた．S 2p の測定結果についても，WS2に対応するピークと，

Cu2S 由来[3]のピークが確認されるのみであった．これらのことから，Cu 膜は Au 膜と比べて WS2薄膜

の成長を促進し，より良質で不純物の少ない WS2薄膜の成膜を可能にすることが示唆された． 
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Fig.1 XPS spectra of S 2p and W 4f peaks for WS2 on (a) Au and (b) Cu. 
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